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摘要(译)

聚合物掩模包括载体衬底和掩模，以及掩模和载体衬底之间的牺牲层位
置。掩模包括聚合物膜层和多个穿过并位于聚合物膜层上的孔，以及聚
合物膜层掺杂磁性纳米颗粒。本发明还提供一种聚合物掩模的制造方
法，包括以下步骤：。 S1，在载体衬底上处理牺牲层。 S2，在牺牲层
上涂覆聚合物前体并固化形成原始聚合物膜。 S3，将光掩模定位在原始
聚合物膜上，烧蚀原始聚合物膜上的非光掩模屏蔽区，通过激光扫描形
成孔，得到聚合物掩模前驱体。 S4，洗涤和干燥聚合物掩模前体，并减
弱载体基底和掩模之间的相互作用，以获得聚合物掩模。本发明还提供
了应用于制造OLED的上述聚合物掩模。
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